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はじめに: Internet of Things(IoT)の発展を受け, 極低消費電力LSIの実現が求められている. そのた

めに通常のMOSFET の理論限界である 60 mV/dec を切る急峻な Subthreshold Slope (SS)を持つデバ

イスの研究が盛んに行われている . 我々は新構造デバイスである  “PN-Body-Tied (PNBT) 

SOI-FET” を提案し, 1mV/dec を切る非常に急峻な SS を報告している[1]. これまでの試作は

200nmSOI 技術を使っていた. 

今回, 初めて 65 nm thin BOX FDSOI process でPNBT SOI-FET 構造を実現するテストデバイスを

設計, 試作し 65 nm process でも PNBT SOI-FET の特徴であるドレイン電圧(Vd ) 0.1 Vで 1mV/dec

を切る急峻な SS の発生を確認した.  

測定結果: 図 1に PNBT SOI-FET の構造図を示す. 各デバイスパラメータはゲート酸化膜厚 Tox = 

2nm, SOI膜厚 TSi = 12 nm, 埋め込み酸化膜厚 TBox = 10nm, ゲート長 Lg = 60 nm, ゲート幅 Wg = 1 

μm, ベース幅 Wb = 0.1μmである. PNBT SOI-FET は奥行き方向に PNPバイポーラトランジスタを

設けることで, ボディ端子からキャリアを注入し, キャリアを中性領域に蓄積させることでフロ

ーティングボディ効果を引き起こす[1]. 65nmFDSOIは, より完全なFD-SOIであるため中性領域が

存在しないと想定される. そこでバックバイアスを印加することでキャリアをチャネル領域下部

に蓄積させて急峻な SS を引き起こすことを狙った. 図 2 にドレイン電圧 Vd = 0.1 V, ボディ電圧

Vb = 1.0 V, バックバイアス Vsub=0V及び 3.0Vの時のドレイン電流 Id–ゲート電圧 Vg特性を,図 3

に Vd = 0.1 V, Vb = 1.0 V, Vsub=0V及び-2.5V, -3.0Vの時の Id–Vg特性を示す. 図 2及び図 3からわかる

ようにバックバイアス印加時に PNBT 特有の急峻な SS の発生が確認できる. Vb, Vsubには, 一定の

バイアスが必要であるが, これらの端子での電力消費は小さいため, Vd = 0.1 Vの極低電圧で Steep

特性が確認できたことは, 価値があると考える.  
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図 1 PNBT SOI-FET の構造図 

(a)前面図,(b)上面図 
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図 2 バックバイアス負に印加時

の Id–Vg特性 

図 3 バックバイアス正に印加時

の Id–Vg特性 
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